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【はじめに】ITOにフッ素化自己組織化単分子膜(FSAM)を利用することにより正孔輸送層

が安定すること、正孔注入特性が向上することを報告してきた[1, 2]。今回は FSAM によっ

て正孔注入を、LiFの挿入により電子注入を変化させ、有機 EL素子の電導特性と EL特性

を解析した。素子構造は ITO/(w/ or w/o)FSAM/α-NPD(50nm)/Alq3(50nm)/(w/ or w/o)LiF/Al で

ある。 

【結果と考察】図 1 に FSAM と LiF の有無による有機 EL 素子の初期電導特性を示す。LiF

を利用しない素子は駆動電圧が高くなると共に発光効率が低い。図 2 は図 1 において比較

的同じ J-V 特性を示した試料 ITO/LiF に対する FSAM/Al の電流密度と輝度の比を示したも

のである。4~11 Vの範囲では電流密度の比は低電圧で高々3倍の違いしかないが、6 V以上

ではほぼ１前後であり、流れている電流量は変わらない。一方、輝度の比は 4 V では 100

であり、電圧上昇と共に急速に低下する。そして 8 V 以上ではほぼ 2強となる。明らかに輝

度の比が 10近く異なる場合には、電流密度の二乗に輝度が比例している領域であり、素子

中を流れる電子電流は小さく大部分は正孔電流であることが示唆される。上記の結果、1 

mA/cm
2 未満の領域では、LiF を利用していない素子では Alq3 中を正孔電流が流れ、10 

mA/cm
2以上の領域では、電子電流成分は正孔電流の 1/2 以下であることが示唆される。ま

た L-V 特性から同じ陰極であっても電子電流が正孔電流の影響を受けることが示唆された。

キャリアバランスの違いは再結合領域への影響も考えられる。 
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図 1 FSAM,LiFの有無による J-V特性 
図 2 正孔リッチと電子リッチ素子における電流

密度比と輝度比の比較(破線は 1のライン) 
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